
Dual N-channelEnhancementMode
MOSFET

3622DE DATASHEET

DESCRIPTION
The uses advanced trench technology to

provide excellent RDS(ON) and low gate charge. This
device is suitable for use as a load switch or in PWM
applications.

GENERAL FEATURES
 RDS(ON) < m Ω@ VGS=10V

RDS(ON) < mΩ@ VGS=4.5V
 High Power and current handing capability
 Lead free product is acquired
 Surface Mount Package

Application
 PWM applications
 Load switch
 Power management

■ Absolute Maximum Ratings (TA=25℃unless otherwise noted)

Parameter Symbol Limit Unit

Drain-source Voltage VDS 30 V

Gate-source Voltage VGS ±20 V

Drain Current
TC=25℃

ID

35
A

TC=100℃ 22

Pulsed Drain Current A IDM 140 A

Total Power Dissipation
TC=25℃

PD

20 W

TC=100℃ 15 W

Single Pulse Avalanche Energy B EAS 16 mJ

Thermal Resistance Junction-to-Case C RθJC 45 ℃/ W

Junction and Storage Temperature Range TJ ,TSTG -55～+155 ℃
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25℃unless otherwise noted)
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Parameter Symbol Conditions Min Typ Max UnitsParameter Symbol Conditions Min Typ Max Units

SSttaattiicc PPaarraammeetteerr

DDrraaiinn--SSoouurrccee BBrreeaakkddoowwnn VVoollttaaggee BBVVDDSSSS VVGGSS== 00VV,, IIDD==225500μμAA 3300 VV

ZZeerroo GGaattee VVoollttaaggee DDrraaiinn CCuurrrreenntt IIDDSSSS VVDDSS==3300VV,,VVGGSS==00VV
TTJJ==2255℃℃ 11

μμAA
TTJJ==5555℃℃ 55

GGaattee--BBooddyy LLeeaakkaaggee CCuurrrreenntt IIGGSSSS VVGGSS== ±±2200VV,, VVDDSS==00VV ±±110000 nnAA

GGaattee TThhrreesshhoolldd VVoollttaaggee VVGGSS((tthh)) VVDDSS== VVGGSS,, IIDD==225500μμAA 11..00 11..55 22..55 VV

SSttaattiicc DDrraaiinn--SSoouurrccee OOnn--RReessiissttaannccee RRDDSS((OONN))

VVGGSS== 1100VV,, IIDD==1155AA 88..00 1100
mmΩΩ

VVGGSS== 44..55VV,, IIDD==1155AA 1100 1133

DDiiooddee FFoorrwwaarrdd VVoollttaaggee VVSSDD IISS==1155AA,,VVGGSS==00VV 00..8855 11..22 VV

MMaaxxiimmuumm BBooddyy--DDiiooddee CCoonnttiinnuuoouuss CCuurrrreenntt IISS 3300 AA

DDyynnaammiicc PPaarraammeetteerrss

IInnppuutt CCaappaacciittaannccee CCiissss

VVDDSS==1155VV,,VVGGSS==00VV,,ff==11MMHHZZ

11002200

ppFFOOuuttppuutt CCaappaacciittaannccee CCoossss 222255

RReevveerrssee TTrraannssffeerr CCaappaacciittaannccee CCrrssss 112266

SSwwiittcchhiinngg PPaarraammeetteerrss

TToottaall GGaattee CChhaarrggee QQgg

VVGGSS==1100VV,,VVDDSS==1155VV,,IIDD==3300AA

2288

nnCC
GGaattee--SSoouurrccee CChhaarrggee QQggss 77

GGaattee--DDrraaiinn CChhaarrggee QQggdd 55

RReevveerrssee RReeccoovveerryy CChhrraaggee QQrrrr

IIFF==1155AA,, ddii//ddtt==110000AA//uuss
2255

RReevveerrssee RReeccoovveerryy TTiimmee ttrrrr 2266

nnss

TTuurrnn--oonn DDeellaayy TTiimmee ttDD((oonn))

VVGGSS==1100VV,,VVDDDD==2200VV,,
IIDD==22AA,,RRLL==11ΩΩ
RRGGEENN==33ΩΩ

88

TTuurrnn--oonn RRiissee TTiimmee ttrr 1155

TTuurrnn--ooffff DDeellaayy TTiimmee ttDD((ooffff)) 2277

TTuurrnn--ooffff ffaallll TTiimmee ttff 77

AA..
BB..
CC..

PPuullssee TTeesstt:: PPuullssee WWiiddtthh≤≤330000uuss,,DDuuttyy ccyyccllee ≤≤22%%..
TTjj==2255℃℃,, VVDDDD==2200VV,, VVGG==1100VV,, LL==00..55mmHH,, RRgg==2255ΩΩ
RRθθJJAA iiss tthhee ssuumm ooff tthhee jjuunnccttiioonn--ttoo--ccaassee aanndd ccaassee--ttoo--aammbbiieenntt tthheerrmmaall rreessiissttaannccee,, wwhheerree tthhee ccaassee tthheerrmmaall rreeffeerreennccee iiss ddeeffiinneedd aass tthhee ssoollddeerr

mmoouunnttiinngg ssuurrffaaccee ooff tthhee ddrraaiinn ppiinnss.. RRθθJJCC iiss gguuaarraanntteeeedd bbyy ddeessiiggnn,, wwhhiillee RRθθJJAA iiss ddeetteerrmmiinneedd bbyy tthhee bbooaarrdd ddeessiiggnn.. TThhee mmaaxxiimmuumm rraattiinngg pprreesseenntteeddhheerree
iiss bbaasseedd oonn mmoouunnttiinn oonn aa 11 iinn 22 ppaadd ooff 22oozz ccooppppeerr..
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■ Typical Performance Characteristics

3/5

Figure1. Output Characteristics Figure2. Transfer Characteristics

Figure3. Capacitance Characteristics Figure4. Gate Charge

Figure5. Drain-Source on Resistance Figure6. Drain-Source on Resistance
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Figure7. Safe Operation Area Figure8. Switching wave
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Package Information
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Symbol 
Dimensions (unit: mm) 

Min Typ Max 

A 0.70  0.75  0.80  

b 0.25  0.30  0.35  

c 0.10  0.15  0.25  

D 3.25  3.35  3.45  

D1 3.00  3.10  3.20  

D2 1.78  1.88  1.98  

D3 -- 0.13  -- 

E 3.20  3.30  3.40  

E1 3.00  3.15  3.20  

E2 2.39  2.49  2.59  

e 0.65 BSC 

H 0.30  0.39  0.50  

L 0.30  0.40  0.50  

L1 -- 0.13  -- 

K 0.30  -- -- 

θ -- 10° 12° 

M * * 0.15  

* Not Specified  


